




参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 电源电压  3. 5 5 8 V 

VINUVLO VIN 端欠压保护阈值 VIN Falling  3.5  V 

ΔVINUVLO VIN 端欠压保护滞回   200  mV 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN Rising  8.47  V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   240  mV 

IQ 芯片静态电流   2  mA 

IBAT 电池泄漏电流 

不插充电器   1 

¦ ÌA 

插充电器   10 

VVSEN VSEN 管脚调制电压   1  V 

VFB 反馈电压调制阈值  0.99 1 1.01 V 

VCV 充电浮充电压 K=1+RB1/RB2  K*VFB  V 

VRCH 重充电压阈值 VBAT Falling  0.975VCV  V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值 VBAT Rising  0.6VCV  V 

VSHORT 电池短路电压阈值 VBAT Falling  0.25VCV  V 

VOVPB BATT 端过压保护电压 VBAT Rising  1.1VCV  V 

VSENSE 最大电流检测电压   50  mV 

ICC 恒流模式充电电流 RS=25mΩ 1.8 2 2.2 A 

ITC 涓流模式充电电流   10%  ICC 

IBF 充电终止电流   10%  ICC 

RH_DS(ON) 上管 PMOS 导通阻抗 从 VIN 端到 SW 端  150  m¦  ̧

RL_DS(ON) 下管 NMOS 导通阻抗 从 SW 端到地  120  m¦  ̧

Vcold NTC 端低温保护阈值 VIN 的百分比  80  % 

Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞 VIN 的百分比  0.74  % 

Vhot NTC 端高温调节阈值 VIN 的百分比  45  % 

Vhot_hys NTC 端高温调节迟滞 VIN 的百分比  0.74  % 

 



参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

FSW 最大开关频率  850 1000 1150 KHz 

TMRTC TC 阶段充电时间限制   14  Hour 

TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制   23  Hour 

TREG 芯片热调节阈值   120  ¡ æ 

TSD 芯片热保护温度   150  ¡ æ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   40  ¡ æ 
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